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１．概要（Summary） 

半導体光学素子などの微細構造作製時に有用な、非

破壊・非接触光断層イメージングシステムの開発を行

った。広帯域可視光光源による低コヒーレンス光干渉

と、数値解析シミュレーションを組み合わせるという

新規手法により、透明材料のみならず、半導体などの

不透明材料に対しても 1m 以下の分解能で内部断面

構造を非破壊に計測可能であることを示した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・スピンコータ・走査電子顕微鏡・自動スクライバー 

【実験方法】 

和歌山大学にて、半導体光デバイス用基板を想定した

III-V 族半導体基板サンプルを作製後、NIMS にてス

ピンコータでフォトレジストを塗布した。そのサンプ

ルを、和歌山大で開発した、白色光源を用いた光干渉

断層計(可視光 OCT)により断面プロファイル計測を

行い、断面 SEM画像との比較により精度を評価した。 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1(a) に得られたサンプルの断面 SEM像を示す。

GaAs 基板上にエピタキシャル成長した厚さ約

500nmの Al0.35Ga0.65As層と、その上に塗布された厚

さ約 2m のフォトレジスト層が見える。このサンプ

ルに対し、我々が開発した可視光 OCT による断面プ

ロファイル測定結果を Fig. 1(b)に示す。３つの明瞭な

ピーク(1)–(3)が観測され、それぞれ、フォトレジスト

表面、フォトレジスト/AlGaAs 界面、AlGaAs/GaAs

界面における反射光によるものと考えられる。これら

のピーク間隔は各層の光学距離に相当し、この値から

各層の物理膜厚を決定できる。この際、光伝搬距離を

数値解析シミュレーションにより求め、物理膜厚を決

定する手法を用いたところ、断面 SEM 観察で得られ

た膜厚とほぼ等しい物理膜厚を得ることができた。こ

れらの結果から、我々が開発した手法により非破壊か

つ高分解に断面計測が可能であることが示された。 

 
Fig. 1(a) Cross-sectional SEM image of the cleaved test sample. (b) 

Depth profile of test sample obtained by developed white-light-OCT. 
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